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В настоящее время наиболее важной проблемой электроники и энергетики является создания новых видов надежных и возобновляемых источников энергии. При этом особое место занимает синтез новых материалов для различных фотоэлектрических приборов, в честности, солнечных элементов (СЭ). В последние годы в качестве фотоэлектрических преобразователей предлагается использовать тандемные солнечные элементы [1]. Исследование зависимости концентрации In по глубине GaP, полученные имплантацией ионов In+ энергиями 25 и 1 кэВ в сочетании с отжигом показали, что на поверхности и на глубине ~ 25 – 30 нм концентрация In составляет ~ 20 – 22 ат.%, т.е. в этих слоях образуются соединения типа Ga0,6In0,4P (рис.1). Между слоями Ga0,6In0,4 имеется слой GaP с толщиной 57 нм а на границах раздела Ga0,6In0,4-GaP и GaP/Ga0,6In0,4 имеются переходные слои с толщиной 68 нм (рис.1).
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Рис.1. Концентрационные профили распределении In по глубине для GaP, имплантированного ионами In+с Е0 = 25 кэВ и Е0 = 1 кэВ при D = 1017 см-2. После каждого цикла имплантации проводился прогрев при Т ≈ 950 К в течении 30 – 40 мин. и импульсный прогрев до Т = 1100 К.
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